COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & !'Organisation Internationale de Normalisation — 150)
RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 150)
IEC RECOMMENDATION

Publication 147-08

Premiére édition ~— First edition

1969

suring methods

i stic
es<f inea

NS

Droits de reproduction réservés — Copyright ~ alf rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Yarembé
Genéve, Suisse



https://iecnorm.com/api/?name=f290a6f48824f3d652c3a4eca52257f1



https://iecnorm.com/api/?name=f290a6f48824f3d652c3a4eca52257f1

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & I'Organisation Internationale de Normalisation — 130)
RECOMMANDATION DE LA CE!

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 180)
lEC RECOMMENDATION

Publication 147-0B

PremriTe gt — Firstetition

1969

Valeurs limites et caractéristiques essentielles des disposi iconducteurs

et principes généraux des mé e mesu
Partie Zérl<(i\e‘né{ ités e lerm'nolﬁe

N

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Avcune partie de ceite publication ne peut éire reproduite ni utilisée sous No part of this publication may be reproduced or utilized in any
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca- form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
nigue, y compris la photocopie et les microfilms, sans 'accord écrit de 'éditeur. and microfiim, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé

Gendve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=f290a6f48824f3d652c3a4eca52257f1

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée a I'Organisation Internationale de Normalisation -— 150)
RECOMMANDATION DE LA CE!

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 150)
IEC RECOMMENDATION

Publication 147-08

Premiresttonr—firstetition

1969

Valeurs limites et caractéristiques essentielles des disposit iconducteurs

et principes généraux des 1né
Partie Zéroé\e}é{ tés

N

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved
Aucune partie de cette publication ne peut 8tre reproduite ni utilisée sous No part of this publication may be reproduced or utilized in any

quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca- form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé

Geneve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=f290a6f48824f3d652c3a4eca52257f1

SOMMAIRE
Pages
PREAMBULE . . .« © v v v v v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
PREFACE . . . v v v v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e 4
Articles
GENERALITES
3 Articles généraux de la Publication 147-1 . . . . . . . . . . . . . e .. 6
3.0 Définitions fondamentales . . . . . . . . . . . . . .. ... 6
3.5 Liste des tensions et courants recommandés . . . . . RN N I
3.6 Feuille cadre pour la présentation des données publiée 10
10
14
i4
yant une
16
20
20
CSHAPITRE IV: TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP
4 Pétude
CHAPITRE V: DISPOSITIFS A EFFET HALL
V-1, Termes gEnéraux . . . . . . . v . . e h e e e e e e e e e e e e e e e e e 22
CHAPITRE VI: MICROCIRCUITS INTEGRES
VI-1, Termes généraux . . . . . . . o v v e e e e e e e e e e e e e e e 24

VI-2, Types de dispositifs . . . . . . . . . . . L L. o e 26


https://iecnorm.com/api/?name=f290a6f48824f3d652c3a4eca52257f1

CONTENTS
Page
FOREWORD . . . v v v v i v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
PREFACE . . . . v o o i e i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
Clause
GENERAL
3. General clauses of Publication 147-1 . . . . . . . . . . . . . . ..o oo 7
3.0 Basicdefinitions . . . . . . . . . o e e e e e e e e RGN )
3.3 List of recommended voltages and currents . . . . . . . . . . AN . N |7
3.4 Standard format for the presentation of published data 11
3.1 Mechanical ratings, characteristics and otherdata . . . . .\. . . ) 11
3.8 Standardization of the position of terminals on bases of 15
3.9 Colour coding of terminals for semiconductor dg 15
3.10 General information applicable to multipl
encapsulation 17
" 0-2. Types of device . 21
IC-2. Terms relaged tQ 21
APTER IV: FIELD-EFFECT TRANSISTORS
Under copsideratiq
CHAPTER V: HALL EFFECT DEVICES
V-1, General terms . . . . v . v i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 23
CHAPTER VI: INTEGRATED MICROCIRCUITS
VI-l. Generalterms . . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e 25

V12, Typesofdevices. . . . . . . . . . . v o L e e e e e e e e e e 27


https://iecnorm.com/api/?name=f290a6f48824f3d652c3a4eca52257f1

(95}

—

u

et

ifcuits intégrés.

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-0 (1966)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Partie Zéro : Généralités et terminologie

PREAMBULE
Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions tech 3 Epaké mités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprisnent\da esure possible

un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sonm es Comjités nationaux.

Dans le but d’encourager cette unification internationale, 13 eXpit e &tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils prépare hle de ces regles
les recommandations de la C E [ dans la mesure ol les co

bniser les régles
ermettent. Les

La présente recommandatid & etablic ité : Di itifs & conducteurs et

Elle constitue le dg

Les projets gui onl
rent discuté es
Quinze proje b 26 ités nationaux pour approbation suivant la Regle des Six Mois len juillet, aofit

novembre 1965 ¢h octobte 966 en septembte 1967 et en aolit 1968.

47 dela CEI.
lach en 1963 et

oncés explicitement en faveur de la publication de tout ou partie de ce gomplément:

Israél

Ttalie

Japon

Pays-Bas

Pologne

! Royaume-Uni

Co e (Repubhque de) Suéde
Danemark Suisse
Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie
Finlande Turquie
France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Tran Yougoslavie

Le Comité national néerlandais a voté contre la publication du paragraphe 3.5.

Le Comité national britannique a voté contre la publication des paragraphes 3.5 et 3.10,
Le Comité national sud-africain a voté contre la publication du paragraphe 3.10.

Le Comité national suisse a voté contre la publication du paragraphe 0.2 et du chapitre VI.
Le Comité national allemand a voté contre la publication du chapitre VI.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-0 (1966)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 0 : General and terminology

FOREWORD

1) The.formal decis_ions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Techiical
Natioal Committees having a special interest therein are represented, express, a
conserjsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are 3¢
sense.

3) In order to promote this international unification, the T E C expresses the wi hat.al } ommittees ha
yet no|national rules, when preparing such rules, should use the 1 E ¢ ¢
rules in so far as national conditions will permit.

4) The dgsirability is recognized of extending interpafie ey g
nationjal standardization rules with these recofimendatiof of far as\na

rs thepugh an endeavour to har
1 tivnal donditions will permit. The N
Comnpittees pledge their influence towards that &

This Recommendation has beén arg tttee No, 47, Semiconductor Devices and Intg
Circuits.

It corstitutes the second spipple

at meetings held in P

The drafts used a fox_its prepa a'n resylt f QM WY k which started in Bad Kreuznach in 1963 and were digcussed
D .

Fifteen drafts were circylated i i
1965, in Octobg in Seg oY and in August 1968.

The fpllowing cousiries\voted explicitly in faydur of the publication of all or part of this Supplement:

Korea (Republic of)
Netherlands
Poland
Romania
South Africa
Sweden
Switzerland
ance Turkey
Gernmiany Union of Soviet Socialist Republics
Tran United Kingdom

Novembe:

n that

ing as
r these

honize
htional

grated

Ist and

Istael United States of America

SOT

Japan Yugoslavia

The Dutch National Committee voted against the publication of Sub-clause 3.5.

The British National Committee voted against the publication of Sub-clauses 3.5 and 3.10.

The South-African National Committee voted against the publication of Sub-clause 3.10.

The Swiss National Committee voted against the publication of Sub-clause 0.2 and of Chapter VI.
The German National Committee voted against the publication of Chapter VI.
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DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-0 (1966)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Partie Zéro: Généralités et terminologie

GENERALITES
Page 12
3. Articles généraux de la Publication 147-1
3.0 D¢éfinitions fondamentales

Les définitions ci-aprés sont applicables pour la présentp

3.0.1  Valeur assignée

fin de définir
[, d’un dispo-

Valeur d’une grandeur électrique, thermique 6
les conditions de fonctionnement d’un composant dy
sitif électronique, etc., pour laquelle on peut

8.0.2 Valeur Limite

limite au-dela

sous le nom de

B.5.1

B.5

e inférieures a

c’valeurs de la série R10, prises dans la Publication R3 de I’'ISO, sont:

1,0: 1,25:1,6:2.0; 2,5: 3,2;4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0

Ces nombres peuvent &tre multipliés par 10”, ol z est un nombre entier qui peut &tre positif
ou négatif.
Si une préférence est donnée, ce doit &tre pour les valeurs dans I’échelle 1, 2, 5.

3.5.1.2 Dispositifs de puissance

Lorsque les caractéristiques électriques sont exigées 4 des tensions de référence égales ou
supérieures 3 200 V, on utilisera la série R10 dont certaines valeurs seront arrondies:

200; 250; 300 (315); 400; 500; 600 (630); 800; 1 000
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3.0

3.0.1

3.0.2

Page 17
3.5

351

3.5.1.1

3512

Part 0: General and terminology

GENERAL

General clauses of Publication 147-1

B

=

Y

o ot

4

=

2z &

nsic definitions

ating

¢ operating conditions under which a component, machine;
xpected to give satisfactory service.

bte. — Rating is a generic term, but see also rating (limiting

ating (limiting value)

For the purpose of this Recommendation, the following definitions

The value of any electrical, thermal, mechanical or envirgnn

miting condition beyond which

as maximum ratings and minimum rafings

ries

1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0

These figures can be multiplied by 10%, where n can be a positive or a negative integer.

When a preference is given, this should be for the 1, 2, 5 scale.

Power devices

When electrical characteristics are required at reference voltages equal to or higher than

200 V, the R10 series is to be used, some values of this series being rounded off:

200; 250; 300 (315); 400; 500; 600 (630); 800; 1 000
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Pour des tensions supérieures a 1000 V, il est préférable d’utiliser également la série R10
avec la possibilité d’utiliser des valeurs additionnelles prises dans la série R20.

3.5.2  Courants recommandés
3.5.2.1 Dispositifs de faible puissance
Lorsque les caractéristiques électriques sont exigées a des courants de référence, ’échelle
1, 2, 5 sera utilisée.
3.5.2.2 Dispositifs de puissance
Lorsque les caractéristiques électriques sont exigées a des courants de référence, on utilisera
la série RS.
Les valeurs de la série RS, prises dans la Publication R3 de O, sonts
1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,
315.3 Valeurs nominales préférentielles et limites des tensions ddus la

d pour diodes de tension

de référence

Les valeurs suivantes sont recommandées;

AN T?o@ %éceg ;>
Min> N(;s\ \/ Max.
2, ( \) 29
8 3,2

3, 3,5
34 ,6 3,8
i 3,9 4,1

) 4,3 4,6
4.4 4,7 5,0
4, 5,1 5,4
3 5,6 6,0

{ 6,2 6,6
6,4 6,8 7,2
7,0 7,5 7,9
7,7 8,2 8,7
8,5 9,1 9,6
9,4 10,0 10,6
10,4 11,0 11,6
11,4 12,0 12,7
12,4 . 13,0 . 14,1
138 15,0 15,6
15,3 16,0 17,1
16,8 18,0 19,1
18,8 20,0 21,2
20,8 22,0 23,3
22,8 24,0 25,6
25,1 27,0 28,9

Les valeurs nominales du tableau ci-dessus, multipliées par 10 seront les valeurs nominales
préférentielles dans la série E 24 pour les tensions plus élevées.
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For voltages higher than 1 000V, it is preferable to use also the R10 series, with the possibility
of using additional values taken from the R20 series.

3.5.2 Recommended currents

3.5.2.1 Low-power devices

When electrical characteristics are required at reference currents, the 1, 2, 5 scale is to be used.

3.5.2.2 Power devices

When electrical characteristics are required at reference currents, the R5 series is to be used.

The values of the R5 series taken from ISO Publication R3 are:

1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0

3.5.3  |Preferred nominal values and limits of voltages in the E 24 serie encediodes

The following values are recommended:

)
eferer%téﬁv / O b
N

Min : N&g W
25 \> 29
2.8 3.2
. 3 3.5
3.6 3.8
3.9 4.1
3 4.6
4.7 5.0
> 5.1 5.4
5.6 6.0
6.2 6.6
4 6.8 72
1.5 7.9
Vi 8.2 8.7
8.5 9.1 9.6
9.4 10.0 10.6
10.4 11.0 11.6
11.4 12.0 12.7
12.4 13.0 14.1
138 156 156

15.3 16.0 17.

16.8 18.0 19.1
18.8 20.0 21.2
20.8 22.0 233
22.8 24.0 25.6
25.1 27.0 28.9

The nominal values in the above table multiplied by 10 will be preferred nominal values in
the E 24 series for higher voltages.
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Feuille cadre pour la présentation des données publi¢es
Remplacer « & Pétude » par :

Les données publiées devront étre présentées suivant la liste ci-dessous.
Il n’est pas obligatoire d’indiquer des données pour tous les articles de cette

Numéro de type.

Catégorie du dispositif suivant la Publication 147-1 de la CE 1.

liste.

Le matériau semiconducteur: (exemple: silicium) et, s’il y a lieu, la polarité (exemple: PNP ou

NPN) devront étre indiqués.

cation 147-1 de la CEL.

Données mécaniques, suivant la Publicatiq
de la CETI).

by

Données relatives a

cation 68 de la C E I. Sauf spécification contraire, on suppose que toutes les valeurs ]

quent pour yne température de 25 °C
iy

Renscignements sur les encombrements, I’identification des sorties et les connexions (note), le

sorties.

de la CEL

ivant la Publi-

ublication 68

renvoie a la

jues et autres
atégories. On
bositif dont il

rée pour indi-
e de la Publi-
mites s’appli-

3.7.1.1

Valeurs limites pour les sorties

a) Valeurs limites des efforts

On devra indiquer toutes les restrictions relatives aux efforts qui peuvent étre appliqués.

b) Valeurs limites de température

On devra indiquer la température maximale des sorties & une distance spécifiée du corps pen-
dant une durée spécifiée, ainsi que toute autre condition limite, et ceci suivantla ou les méthodes

prévues pour la connexion (par exemple: soudure, soudure électrique, etc).
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3.6 Standard format for the presentation of published data
Replace “ under consideration” by :
The published data should be presented in accordance with the following list.
It is not compulsory to indicate data for all of the items in this list.

3.6.1  Type number.

3.6.2  Category of the device according to I E C Publication 147-1.
The semiconductor material (e.g. silicon) and, where appropriate, the polarity (e.g. PNP or NPN)
should be stated.

3.6.3 Information on outlines, terminal identification and connections (Note), lass,
ceramic, metal, plastic, etc.) and the finish of leads.
Note. — Details of any connection between the case and any of the terminals shoyld
3.6.4  Ratings (electrical, thermal and mechanical) according to TE C }
3.6.5  Hlectrical and thermal characteristics and associated info: lica-
tjon 147-1.
3.6.6  Mechanical data, according to I EC Publication_14Y ).
3.6.7 nvironmental data, according to IF h 68)
nd/or reliability data. '
3.6.8
3.7 echanical ratings|
eplace u@
ntroduction
he followingAm rally
o semicondyctoy de 2\ ¢ O the
i ’ tc.
371 Mecha
rma-
ion required should be in accordance with the relevant section of I E C Publication 68. Unless
i 1l ratings apply at a temperature of 25 °C.

3.7.1.1 Ratings for terminations

a) Stress ratings
A statement of any restrictions on the stresses which may be applied should be given.

b) Temperature ratings
The maximum temperature of the terminations at a specified distance from the body for a
specified time, together with any other limiting conditions, should be given as appropriate to
the intended method(s) of attachment (e.g. soldering, welding, etc.).
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Quand ces valeurs limites dépendent d’une maniére significative de la température initiale du
dispositif, on devra donner toute information nécessaire sur la réduction des performances.
Conditions de montage

S’il y a lieu, on devra indiquer toutes les conditions importantes et/ou toutes les restrictions,
par exemple:

a) la position de montage horizontale ou verticale;
b) la distance minimale du corps a laquelle un conducteur souple peut étre plié a angle droit;

¢) pour les dispositifs & embout, le couple maximal et, s’il y a lieu, le couple minimal qui peut

étrp appliaué dans des conditions snédcifides
.50 Sty § r

3/7.1.3

317.2.1

3]7.2.2

Valeurs limites supplémentaires

plémentaires,

S%ily a lieu, on pourra donner pour certaines application
’ s conditions

par exemple: des valeurs limites pour 1’accélération, le
d’environnement, etc.

Caractéristiques mécaniques

Type de sortie

Dimensions

Soit:
, s’il y a lieu
semiconduc-
nt normalisé

si on le désire, au dessin d’encombreme
et d’embase s’il y a lieu.

ment ouNd¥ssin de boitier et d’embase s’il y a lieu montrant lep dimensions

a lie, pour certaines applications, on donnera des informations supplénjentaires, par
Ne poids du dispositif.

373 Autres données
3.7.3.1 Méthode de connexion
On devra indiquer la ou les méthodes de connexion de la ou des sorties prévues par le fabri-
cant (par exemple soudure, soudure électrique, épissure) et fournir des indications sur les condi-
tions préférables a observer lors de la connexion.
3.7.3.2 Identification

a) Identification du type ‘
On devra indiquer la méthode d’identification du type, par exemple: un code de contenu.
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Where these ratings are significantly dependent on the initial temperature of the device, any
information on derating should be given.
3.7.1.2 Mounting conditions

Where appropriate, any significant conditions and/or any restriction should be stated, for
example:

a) horizontal or vertical mounting position;
b) the minimum distance from the body at which a flexible lead may be bent at right angles;

¢) for stud mounted devices, the maximum torque and, where appropriate, the minimum torque
which may be applied under specified conditions.

3.7.1.3 Aldditional ratings

Where appropriate, for certain applications additional information

ced tobagiven,le.g.
imiting values for acceleration, shock and vibration, environmental conditi

—_—
-

3.7.2  Mechanical characteristics

3.7.2.1 Tppe of termination

The type of termination (e.g. wiré>e

3.7.2.2 Dimensions

Fither:
r¢ference to a standard/1

ppropriate).
Or: Q

ptline drawing
lerances.

EC
ons)
here

8
& o
=59
==
e O
4.5
=
[ @ —
o o
-
gL
-
(@]
O
=P
& 2.

Fate

= O

3.7.2.3 Additionql charg

ven,

@
a3

(=
2/

373 Qther data

3.7.3.1 Method of attachment

The manufacturer’s intended method(s) of attachment (e.g. soldering, welding, wrapping)
of the termination(s) should be indicated, together with guidance on the preferred conditions
during attachment.

3.7.3.2 Identification

a) Type identification
The method of type identification should be indicated, e.g. colour coding.
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b) Identification de la ou des bornes
L’identification de la ou des bornes devra étre indiquée. Toute connexion électrique entre une
électrode et le boitier devra &tre aussi indiquée.

¢) Polarité des sorties
$’il y a lieu, Ia polarité des sorties devra &tre indiquée.

Notes 1. — Pour les diodes de petites dimensions, on devra marquer la borne de cathode.

2. — Pour les diodes de redressement et les thyristors, les moyens suivants d’identification sont d’un emploi
courant:

i) Code de couleurs: rouge pour la borne de cathode, et bleu ou noir pour la borne d’anode.
ii) Le symbole graphique des diodes de redressement dont la pointe est dirigée vers la borne de cathode.

iii) Quand il n’y a que peu de risques de confusion, tout autre marque employée dans un autre but
devra étre placée plus prés de la borne de cathode que de la borne d’anode.

31.7.3.3 Données supplémentaires

S’il y a lieu, toute autre donnée importante devra étre
A titre d’exemple:

3.8 Normalisation des positions des sorties suk le eurs

Les dispositions suivanfes sont préférs sur les positions de sorties:

\( Type d se uméro Borne
(\ ¢ la sortie d’électrode
8 (19-3) 1 Base
2 Emetteur

A -5) 1 Emetteur
2 Base
3 Collecteur
B21U/M (TO-36) 1 Base
2 Emetteur

humérotation des sorties donnée ci-dessus est en accord avec celle des desgins d’embase
de la™Rublication 191-2 de la CEI.

Cette recommandation ne s’applique qu’aux transistors a trois sorties, mais|comprend les
cas dans lesquels la troisieme sortie est connectee au boitier.

3.8.2  Positions des sorties des transistors bipolaires haute fréquence a quatre sorties

A I’étude.
3.9 Code de couleurs pour les sorties des dispositifs & semiconducteurs

3.9.1  Code de couleurs pour les sorties des diodes de redressement et des diodes de signal
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b) Terminal identification
Terminal identification should be stated. Any electrical connection between an electrode and
the case should also be stated. .

¢) Polarity of the terminals
Where appropriate, the polarity of the terminals should be indicated.
Notes 1. — For diodes having small physical size, the cathode terminal should be marked.

2. - For rectifier diodes and thyristors, the following means of polarity identification are in common use:

i) Colour coding: red for the cathode terminal and either blue or black for the anode terminal.
ii) The rectifier diode graphical symbol pointing towards the cathode terminal.

iii) Where confusion is unlikely to arise, any other marking used for another purpose should be placed
Ticare) Tthanm o the amode termmitrat:

3.7.3.3 |ddditional data

Where appropriate, any other significant data should be stafed.
Two examples are:

p) data concerning the use of electrically insulating washe

3.8 Standardization of the position of terminals o

3.8.1 Position of the base, emitter and collector té

The following terminal arrang men@p fe

AN
pr b ‘ermina, Electrode
% i terminal
Q B18 (TO-3)

A 1T0-5)

Base
Emitter

N —

Emitter
Base
Collector

W N ==

B2 (TO-36) Base

Emitter

N =

The termingt numbering given above refers to that given on the base drawings as sh¢wn in
TE C-Publication 191-2.

= i i i ingtances
where the third terminal is connected to the case.

3.8.2  Position of the terminals of high-frequency bipolar transistors with four terminals

Under consideration.

39 Colour coding of terminals for semiconductor devices

3.9.1 Colour coding of rectifier and signal diode terminals
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Diodes d’encombrement A20 (Publication 191-2 de la CE1) et d’encombrements inférieurs

Quand les sorties des diodes d’encombrement A20 et celles d’encombrement plus petit sont
identifiées au moyen d’un code de couleurs, ces diodes doivent &tre marquées par la couleur

rouge ou blanche a 'extrémité du coté de la cathode.

Comme alternative, quand le type est identifié par des bandes colorées, I'extrémité codté
cathode peut étre identifiée par une bande de largeur double pour le premier chiffre.

$’il existe, pour les diodes en boitier plus petit que le A1B (Publication 191-2 dela CE ), une
possibilité de confusion entre le marquage en couleur de 'extrémité du coté cathode et le marquage

du type, ce dernier sera alors omis.

Diodes d’encombrement supérieur @ I’encombrement A20

p.2

f10.1

J10.1.1

10.2

S1 1es sorties des diodes d encombrement superieur a I encombr
au moyen d’un code de couleurs, le rouge sera alors utilisé pour
noir pour I’anode.

Note. — Voir également le paragraphe 3.7.3.2¢).

Code de couleurs pour les sorties des thyristors

Quand les sorties d’un thyristor sont identifiées pa
doivent &tre utilisées:

(s, les coule

Sortie(s) de cathode
et/ou '
Sortie(s) d’anode
Sortie(s) de gichette

devra indiquer les valeurs limites électriques en se référant aux connexion
extérieurement.

T A20 sont identifiées
e bleu ou le

Ir's suivantes

pine encapsi-

t une encap-
étre mesurés

S communes

5 disponibles

3.10.2.1 Les valeurs limites pour chaque dispositif individuel en accord avec la Publication 147-1 dela CEL

3.10.2.2 Tension maximale entre les bornes, y compris le substrat si ce dernier est relié & une borne de

connexion.

3.10.2.3 On devra indiquer la dissipation de puissance totale maximale pour chaque dispositif indivi-
duel. De plus, la dissipation de puissance totale maximale du dispositif multiple, dans les
mémes conditions de température de boitier ou de température ambiante que pour chaque

dispositif individuel.
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3.9.1.1

39.01.2

392

3.10

3.10.1

3.10.1.1

3.10.1.2

3.10.2

3.10.2.1

3.10.2.2

3.10.2.3
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Diodes in A20 (I E C Publication 191-2)} and smaller outlines

When the terminals of diodes in outline A20 or smaller outline are identified by colour
coding, these diodes should be marked red or white at the cathode end.

Alternatively, when the type is identified by coloured bands, the cathode end may be identified
by the use of a double width band for the first digit.

If there is a possibility of the colour code at the cathode end of diodes in envelopes smaller
than A1B (I E C Publication 191-2) being confused with a type marking, then the latter should
be omitted.

Diodes in outlines larger than A20

11 the terminals of diodes 1n outlines larger than AZ20 are identitied by col
ghould be used for the cathode and/or blue or black for the anode.

ding, thep red

Nore. — See also Sub-clause 3.7.3.2¢).

Colour coding of thyristor terminals

When thyristor terminals are identified by colour coding, the\folldwing calours should be
tsed:
Cathode terminal(s) Red
wnd/or

Anode terminal(s) Blue gr bla
(Gate terminal(s)

Note. — See also Sub-clause 3.7.3.2¢).

(General information applicable to devices having a common encapsulation

(General

The f ollow@'

All electricdl ratings should be stated with reference to externally available connectigns.

Ratings for each individual device in accordance with I E C Publication 147-1.

Maximum voltage between terminals, including the substrate if a terminal connection is made
thereto.

The maximum total power dissipation for each individual device should be stated. In addition,
the maximum total power dissipation of the multiple device, under the same conditions of case or
ambient temperature as for each individual device. R
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3.10.3  Caractéristiques électriques
On devra indiquer toutes les caractéristiques électriques en se référant aux connexions

disponibles extérieurement, a savoir:

3.10.3.1 Les caractéristiques pour chaque dispositif individuel séparément en accord avec la Publica-
tion 147-1 de la CEI (note 1, page 20).

3.10.3.2 S’il y a lieu, le courant de fuite maximal entre bornes, y compris le substrat si ce dernier est relié
4 une borne de connexion (note 1, page 20).

3.10.3.3 Capacité max1ma1e entre chaque borne et le substrat si ce dernier porte une borne de connexion,
e-tenstormret-aumefréqueneespéetfidescomprisesdansie-don rpment (note 1,

oit donner les
informations suivantes:

a) Diodes multiples
On devra indiquer le degré d’appariem¢nt de 3 i irecfe 4 25°Cet a

b) Transistors multiples
On devra indiquer le deg
température plus élevée.
rant collecteur devant
mandatiopd’emploi

¢ 5 °C et 4 une
devraspéeifier ces deux caractéristiques pour une paleur du cou-

orree 2 Ta plusypetite valeur du courant collecteyr de la recom-
d isp

Noti— 1ISROSit pourNes apphcanons d’amplification en petits signaux, on flevra indiquer le

Pau es dispd 1t1fs prévus pour’ les apphcatxons en courant continu ou en commutation, ¢n devra indiquer

e_et’la grandeur de tous les effets d’intercouplage électrique flans les condi-

a Meu, la résistance thermique maximale de la partie du chemin d’écoulement de la chaleur

vers le boitier ou vers le milieu ambiant, qui est commune a tous les dispositifs deVIa étre indiquée
ne—le e it 4e es—mentionnée : ¢s séparément.
Cette résistance représente la résistance thermique de couplage entre les dlspos1t1fs

3.10.4.2 S’ily a lieu, on devra indiquer la résistance thermique maximale entre chaque dispositif individuel
et Uextrémité chaude du chemin commun d’écoulement de la chaleur (note 1, page 20).
Cette résistance représente la résistance thermique de découplage de chaque dispositif.

3.10.5 Données mécaniques

Voir paragraphe 3.7.
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Electrical characteristics

All electrical characteristics should be stated with reference to externally available connec-

tions, i.e.:

3.10.3.1 Characteristics for each individual device in accordance with IE C Publication 147-1 (Note 1,

page 21).

3.10.3.2 Where appropriate, maximum leakage current between terminals, including the substrate if a

terminal connection is made thereto. (Note 1, page 21).

3.10.3.3 Maximum capacitance between each terminal and the substrate when a terminal connection is

3.10.3.4

3.10.3.5

3.10.3.6

3.104

3.10.4.1

made thereto, at a specified voltage and frequency within the operating range (

Where appropriate, biasing polarity for isolation.

Where multiple devices are supplied with the intention o
following information should be given:

a) Multiple diodes

Wheré appropfiate, the maximum thermal resistance of that part of the heat path to ¢

ambient which is common to all devices, should be stated under the same conditions as fq

e 1, page 21).

igs, the

C and

ht one
llector
device

0 (f1z1e)

b stated.

er the

ase or
T each

device separately.
This represents the thermal coupling resistance between devices.

3.10.4.2 Where appropriate, the maximum thermal resistance between each individual device and the hot

3.10.5

end of the common heat path should be stated (Note 1, page 21).
This represents the thermal decoupling resistance of each device.

Mechanical data

See Sub-clause 3.7.
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3.10.6  Données de fiabilité
A Tétude.

Note 1. — Les valeurs des caractéristiques électriques et thermiques devront &tre basées sur des mesures effec-
tuées sur chaque dispositif, les dispositifs qu’on ne mesure pas étant maintenus hors fonctionneruent.

TERMINOLOGIE

CHAPITRE 0 : GENERALITES
Page 26

(LZ Types de dispositifs

)-2.14  Diode de signal.

0-2.15  Diode unitunnel

Diode tunnel dont les courants de pic/et de ¢ Pt DAUX.
0-2.16
age minimale
n de claquage
0-2.17

avactéristiques données de tension de claqyage maximale
¢vue pour fonctionner en régime permanent flans la région

CHAPITRE 1: DIODES

SECTION C — DIODES DE REDRESSEMENT

[C-2¢ nes felatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

- 7 ) .7 7D IO : 7 7 o] / 7 3
Prissunce e —surchurge—uccidentetle—drssipbe—en—nyerse—(res—drotes—ae—redressement! avalanche

et des diodes de redressement a avalanche contrélée )
Puissance qui est dissipée dans la diode, résultant de surcharges accidentelles, dans le fonc-
tionnement dans le sens inverse.
IC-2.14 Puissance dissipée en direct (des diodes de redressement a avalanche et des diodes de redressement

& avalanche controlée )

Puissance qui est dissipée dans la diode dans le fonctionnement dans le sens direct.
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Page 27
0-2.

0-2.14

0-2.15

0-2.16

0-2.17

Page 3]

1C-2.
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Reliability data

Under consideration.

Note 1. - Values of electrical and thermal characteristics should be based on measurements made on each device,

with the devices not being measured inoperative.

TERMINOLOGY

CHAPTER 0 : GENERAL

Types of devices

Signal diode

A diode used for the purpose of extracting or processing j

Unitunnel diode (backward diode)

A tunnel diode whose peak and valley poin

Avalanche vectifier diode

A rectifier diode which has state
to dissipate power surges for a limited

A rectifier

and is ra
character /

e conditions in the breakdown region of its

CHAPTER 1I: DIODES

SECTION C - RECTIFIER DIODES

Térms relatéd/to ratings and characteristics

an elec-

s rated
eristic.

and minimum breakdown voltage characteristics

reverse

IC-2.1

Surge reverse power dissipation (of avalanche and conlirolled avalanche reclijier diodes )

The power which is dissipated within the diode resulting from surges dccurring when it is

operating in the reverse direction.

1C-2.14 Forward power dissipation (of avalanche and controlled avalanche rectifier diodes)

The power which is dissipated within the diode when it is operating in the forward direction.
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CHAPITRE 1V : TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

A T’étude.

CHAPITRE V : DISPOSITIFS A EFFET HALL

V-1 Termes généraux
V-1.1  Angle de Hall
Angle torme par le vecteur champ electrique et le vecteur densite de h la compo-
sante de ’induction magnétique normale au vecteur densité de co
V-1.2  Plaque Hall
Structure a trois dimensions faite d’un matériau que et Hall est
utilisé.
V-1.3  Générateur Hall
Plaque Hall, avec les conducteurs et, ¢ plagues de
renforcement en matériau ferrgux ou no
V-1.4  Dispositif a effet Hall
magnétique
produisant
on.

V-1.8

Tension de Hall

Tension engendrée dans une plaque Hall due a Ueffet Hall.

Note. - La tension de Hall en circuit ouvert V,, est donnée par:
Vo=Kzp - L . B

ol Ky = KRy
et ou: d
K;, = coefficient de sensibilité en circuit ouvert, avec les directions de I et de B orthogonales
R, = coefficient de Hall
d = épaisseur de la plaque Hall
I; = courant de commande
B = induction magnétique

K == coefficient dépendant de la géométrie de la plaque Hall
(Les symboles littéraux utilisés dans cette note sont a I’étude.)
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